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使用されているAl 系配線では，その上部や下地に高融

点金属を設けた積層配線が主流であり，ヒロックは実用

上大きな障害とはならなかった。これに対して LCDの

Al 系配線では配線幅が 10μm前後と広く，200℃まで

の低温でスパッ∵

示すように，下部に位置するゲート電極の上部にゲート

絶縁膜が形成された構造の TFTが使用される

2）。陽極酸

化によりバリア性の高い絶縁膜が形成できれば，配線材

■電子材料特集 FEATURE : Eid crystal displays. Microstructure
and its change upon heating of Al-Nd alloy films directly affect stress relaxation behavior. Solid-solution hard-
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厚み方向全域にわたってもっとも均一に存在し，皮膜／
下地金属界面での濃度変化も小さく，濃化なども認めら


